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 大面積かつ高品質なグラフェンを形成する手法として、SiC 表面の熱分解法が注目されている。

これは、下地基板である SiC 結晶表面から Si昇華を誘起させ、残留した C原子を SiC界面にて自

己組織化させる手法である。グラフェンの結晶性向上には、黒鉛自体の結晶化駆動力が発現する

高温領域での成長条件（＞2000℃）が有効と考えられる[1]。さらに、グラフェン成長過程におけ

る SiC 結晶表面・界面でのステップ-テラス構造を精密に制御することも重要である。しかしなが

ら現状では、2000℃領域までの高温化自体が装置・部材限界を突破する必要があり、従って SiC

表面・界面の安定性までを考慮に入れたグラフェン成長機構の報告例はない。我々はこれまで、

1600-2100℃領域における 4H/6H-SiC 結晶表面がもつ熱的安定性を検証することを目的に、高温気

相環境中の Si/C 分圧比制御を可能にする触媒機能付き新規部材 TaC を独自に開発し、その部材で

構築した容器（準閉鎖環境）を用いて、SiC 単結晶の積層構造を反映したステップ高さと基底面と

の安定性ついて明らかにしてきた [2]。さらに Si 蒸気圧を精密に制御しながら、Si-rich 条件から

C-rich条件へ至る遷移過程でグラフェン安定成長領域が存在することを見出した[3]。本報告では、

グラフェン安定成長領域でのグラフェン成長機構を SiC表面・界面の安定性の観点から議論する。 

 実験では 4H-SiC{0001}Si 面、C 面のオン基板それぞれを TaC 製の容器内に閉じ込め、超高真空

下 1600-2100℃で加熱した。特徴は、SiC からの Si 昇華成分がグラフェン成長時の Si 蒸気圧成分

として再利用されることである。SiC 基板表面には前処理として、Si 蒸気圧環境下 1900℃10 分間

での超平坦化処理を施し、研磨加工時の潜傷を除去した。評価には AFM、ラマン分光法を用いた。 

 結果の一例として、C 面上で安定に成長させたグラフェンの表面 AFM 像を Fig.1(a)に示す。超

高真空環境での成長においてみられるピット、また Ar環境での成長において見られるアイランド

の形成が抑制された表面が得られた。またラマン分光法により、1-2層のグラフェンが均一に成長

していることを確認した。これはグラフェン成長過程において、TaC 容器内に発生した Si フラッ

クスが SiC(000-1)テラスを安定化し、ステップ端からの SiC熱分解が優勢となった結果であると考

えられる。 
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Fig.1： (a) TaC 容器内において 2000℃で 1 分間加熱した
4H-SiC(000-1)表面 AFM 像。(b) TaC 容器内、および超高真空下
で成長させたグラフェンの 2D-FWHM分布（50um x 50um視野）。 
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